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関について検討を行った研究結果をまとめたものであり，序論 1 章，本論 5 章，総括 1 章の 7 章から構成されている。
第 1 章の序論では，本研究の背景，目的および意義について述べている。













半導体集積回路の高密度化は著しい速度で進展している。半導体素子の中でもとくに DRAM (Dynamic Random 
-496-
Access Memory) において，最も微細な加工技術が用いられている。現在， 64M DRAM の製造が開始され，次世代
のデ、パイスである 256M DRAM (最小加工寸法0.25μm) の製造には， ArF (193 nm) エキシマレーザ，電子線， X
線リソグラブィーが候補に挙げられている。














(4) 本研究で得た知見に基づき，新しい化学増幅ポジ型 3 成分系電子線レジスト(ベース樹脂: tBOC-PVP，溶解
抑制剤:イソフタール酸 t ブρチルエステル，酸発生剤:ジブェニルヨードニウムトリプレート)を開発し，最
小寸法として， 0.10μm のホールパターン (11.0μC/cm2 照射)および0.14μm の L&S パターン (17.5μC/cm2
照射)を得ることに成功し，本レジストを 256M DRAM (1995年)および 1G DRAM (1996年)の製造に適用
している。
以上のように，本論文は，新しい化学増幅型 3 成分レジストを開発するとともに， 3 成分レジスト創製のための分
子設計指針の確立およびレジスト反応メカニズ、ムの解明に関して成果を上げており，有機材料化学の発展に寄与する
ところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
